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(57) Resumo: PACOTE SEMICONDUTOR. A presente invengédo
prové um pacote semicondutor incluindo um primeiro arranjo de
interconexdo, um segundo arranjo de interconexdao, uma primeira
pastilha semicondutora, conectada a uma superficie superior do
substrato por um filme condutivo anisotrépico, e tendo primeiros blocos
de colar, eletricamente conectados ao primeiro arranjo de
interconexao, e segundos blocos de colar, um fio condutivo, que
conecta eletricamente os segundos blocos de colar e o primeiro
arranjo de interconexéo, um encapsulante, que encapsula o substrato,
a primeira pastilha semicondutora, a segunda pastilha semicondutora,
e o fio condutivo.
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“PACOTE SEMICONDUTOR”.

Histérico da Invencéao

Campo da Invengao

A invencdo se relaciona a um pacote semicondutor, mais
particularmente a um pacote semicondutor, no qual um
substrato e uma pastilha semicondutora sdo eletricamente
ligados com um filme condutivo anisotrdpico, dai
resultando uma <conexdo elétrica compacta entre o
substrato e a pastilha semicondutora.

Descricdo da Técnica Relacionada

Enquanto a industria eletrdénica avanga e os aparelhos
eletrdénicos vém sendo produzidos com desempenho cada vez
melhor e tamanhos cada vez menores, o pacote semicondutor
- dispositivo chave de aparelhos eletrdnicos - tem que
ser cada vez mais integrado e miniaturizado, e entregar
alto rendimento. Assim, utiliza-se um pacote multichip,
no qual uma pluralidade de pastilhas semicondutoras €
empilhada ou arranjada em um plano em um pacote. Ademais,
utiliza-se a construcdo “Placa-em-Chip” (“Board-on-Chip”)
(“BOC"), onde a pastilha semicondutora encapsulada
é montada na placa, dai reduzindo o tamanho do pacote.

Nesta, o pacote BOC é provido com uma ranhura central,
através da qual um substrato e uma pastilha semicondutora
sao eletricamente conectados entre si por fios
condutivos. Ou seja, em tais pacotes BOC, a regido de
conexdo dos fios condutivos corresponde a regido da
rénhura central. Por conseguinte, o pacote BOC tem uma
limitacdo na regido de conexdo com respeito a conexdo
elétrica entre o substrato e a pastilha semicondutora.
Ademais, uma vez que os arranjos de interconexdao nao sao

formados na regido em que a pastilha semicondutora

é afixada, quando as pastilhas semicondutoras sao
empilhadas no substrato para formar um pacote
semicondutor de alta capacidade, 0s arranjos de

interconexdo do substrato n&o podem ser obtidos.
Ademais, quando os arranjos de interconexdo sdo feitos em

um arranjo compacto integrado em alto grau de alta
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capacidade em um pacote semicondutor, ¢é dificil fazer
uma metalizacdo separada para prover uma conexdo elétrica
entre o substrato e a pastilha semicondutora e, ademais,
os respectivos arranjos de 1interconexdo sao curto-
circuitados no processo de metalizacgdo.

As informacdes constantes da segdo “Histdérico da
Invencdo” visam apenas facilitar o entendimento da mesma,
e ndo devem ser tomadas como recomendagdao ou sugestao
aqueles habilitados na técnica.

Sumario da Invencdo

Varios aspectos da presente invengdo provéem um pacote
semicondutor, no qual substrato e pastilha semicondutora
sdo eletricamente conectados por um filme condutivo
anisotrépico, dai obtendo uma conexdo elétrica compacta
entre o substrato e a pastilha semicondutora.

Em um aspecto da presente invengdo, o pacote semicondutor
inclui: um substrato tendo wum primeiro arranjo de
interconexdo na superficie superior e um segundo arranjo
de interconexdo na superficie inferior, sendo que os
primeiro e segundo arranjos de interconexdo sdo compostos
de uma pluralidade de 1linhas condutivas; uma primeira
pastilha semicondutora fixada a superficie superior do
substrato através de um filme condutivo anisotrépico e
tendo na superficie inferior uma pluralidade de blocos de
colar, eletricamente conectada ao primeiro arranjo de
interconexdo do substrato por um filme condutivo
anisotrépico; uma segunda pastilha semicondutora fixada
a superficie superior da primeira pastilha semicondutora
na superficie superior, uma pluralidade de segundos
blocos de colar; um fio condutivo que conecta
eletricamente os segundos blocos de colar da segunda
pastilha semicondutora e os primeiros arranjos de
interconexdo; e um encapsulante encapsulando o substrato,
a primeira pastilha semicondutora, a segunda pastilha
semicondutora, e o fio condutivo.

Em uma configuragdo exemplar, o) filme condutivo

anisotrdépico é um adesivo, incluindo uma pluralidade de
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esferas condutivas, através das quais os primeiros blocos
de colar da primeira pastilha semicondutora e
os primeiros arranjos de interconexdo do substrato sao
eletricamente conectados.

Em uma configuracao exemplar, o) substrato pode
adicionalmente incluir uma ranhura central que passa
através da superficie inferior e superficie inferior
do substrato, sendo que uma pluralidade de dedos de colar
é formada na circunferéncia externa da ranhura central
na superficie inferior do substrato.

Em uma configuracdo exemplar, o pacote semicondutor pode
adicionalmente incluir um fio condutivo central que
conecta eletricamente os dedos de colar do substrato
e primeiros Dblocos de colar da primeira pastilha
semicondutora, que sdo expostos a superficie inferior
do substrato via ranhura central.

Em uma configuracado exemplar, o pacote semicondutor pode
adicionalmente incluir um encapsulante central, que
encapsula a ranhura central do substrato, os primeiros
blocos de colar da primeira pastilha semicondutora, que
sdo conectados eletricamente aos dedos de colar, e o fio
condutivo central.

Em uma configuracdo exemplar, o pacote semicondutor pode
adicionalmente incluir esferas de soldar que sao
conectadas eletricamente aos segundos arranjos de
interconexdo do substrato.

De acordo com uma configuracdo exemplar da invengdo,
como dado acima, o pacote semicondutor vantajosamente
é adaptéavel a um arranjo compacto, e facilita a conexao
elétrica entre o substrato altamente integrado e
a pastilha semicondutora, em razdoc de a conexdo elétrica
ser feita por um filme condutivo anisotrépico.
Adicionalmente, uma vez que o substrato e a pastilha
semicondutora s&o conectados eletricamente por um filme
condutivo anisotrépico, ¢é desnecessario um processo de
metalizacdo separado. Ademais, uma vez Jue, MEesSmMo

na regido em que se afixa a pastilha semicondutora,
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os blocos de colar da pastilha sao conectados
eletricamente com os arranjos de interconexdo do
substrato, superando a questdo da ineficiéncia espacial.
Os métodos e aparelhos da presente invengdo acrescentam
outros aspectos e vantagens que serdo aparentes através
de uma leitura minuciosa desta especificagdo, e mostrados
em detalhes nos desenhos anexos, e que em conjunto com
a “Descricdo Detalhada”, que se segue, explicam certos
principios da presente invencgdo.

Descricdo Resumida dos Desenhos

A figura 1 é uma vista em corte transversal ilustrando
um pacote semicondutor, de acordo com uma configuracdo
exemplar da presente invencgao;

A figura 2 é uma vista em corte transversal ilustrando
um pacote semicondutor, de acordo com uma outra
configuracdo exemplar da presente invencdo; e

A figura 3 é uma vista em corte transversal ilustrando
um pacote semicondutor, de acordo com uma configuracao
exemplar adicional da presente invencgao.

Descricdo Detalhada da Invenc¢do

Agora serd feita referéncia em detalhes a varias
configuracdes da presente invencdo, quais exemplos estao
ilustrados nos desenhos anexos e descritos abaixo.
Conguanto a invencdo venha a ser descrita em conexdo com
configuracdes exemplares, deve ser entendido que a mesma
ndo limita a invencdo aquelas configuragdes exemplares.
Muito pelo contrédrio, a presente invengdo pretende cobrir
ndo apenas as configuragdes exemplares, mas também as
diversas alternativas, modificacdes, e equivalentes,
incluidas em seu escopo e espirito, como definido pelas
reivindicacdes anexas.

A figura 1 é uma vista em corte transversal ilustrando
pacote semicondutor, de acordo com uma configuracgédo
exemplar da presente invencgao.

Como na figura 1, o pacote semicondutor 100 inclui
substrato 110, uma primeira pastilha semicondutora 120,

fio condutivo central 130, encapsulante central 140,
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segunda pastilha semicondutora 150, fios condutivos 160,
encapsulante 170, e esferas de soldar 180.

O substrato 110 tem uma superficie superior 110a e
superficie inferior 110b, a superficie inferior 110b
disposta oposta & superficie superior 110a. Qual
substrato 110 também tem uma ranhura central 110c,
através da qual uma superficie inferior 120b da primeira
pastilha semicondutora 120 conectada a superficie
superior 110a do substrato é exposta pela parte de baixo
para o lado de fora. O substrato 110 tem uma pluralidade
de dedos de colar 111 formada na circunferéncia externa
da ranhura central 110c na superficie inferior 110b.
O primeiro arranjo de interconexdo 112 e segundo arranjo
de interconexdo 113 sdo compostos de uma pluralidade de
linhas condutivas. O primeiro arranjo de interconexao 112
do substrato 110 é provido se estendendo a partir da
superficie superior 110a do substrato 110.

O substrato 110 é adicionalmente provido com vias
condutivas 114 eletricamente conectadas entre os dedos de
colar 111 e o segundo arranjo de interconexao 113, e
entre o primeiro arranjo de interconexao 112 e o segundo
arranjo de interconexdo 113. Ou seja, os dedos de colar
111 e o primeiro arranjo de interconexdo 112 do substrato
110 sdo eletricamente conectados ao segundo arranjo de
interconexdo 113 pelas respectivas vias condutivas 114.

O primeiro arranjo de interconexdo 112 e o segundo
arranjo de interconexdo 113 podem ser compostos de
Cu, Ti, Ni, Pd, ou um metal equivalente, mas ndo se
limitando a estes.

Adicionalmente, o substrato 110 pode ser adicionalmente
provido na superficie superior 110a e superficie inferior
110b com mascaras de soldar (ndo mostradas) que cobrem
a circunferéncia externa do primeiro arranjo de
interconexdo 112 e segundo arranjo de interconexao 112,
em uma certa espessura, dail protegendo o primeiro arranjo
de interconexdo 112 e segundo arranjo de interconexdo

1113 do ambiente externo, mas ndo se limitando a isto.
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A primeira pastilha semicondutora 120 inclui superficie
superior 120a e superficie inferior 120b, sendo que a
superficie inferior 120b é disposta oposta a superficie
superior 120a, sendo que uma pluralidade de blocos de
colar 121 ¢é formada na superficie inferior 120b.
A superficie inferior 120b da primeira pastilha
semicondutora 120 é conectada & superficie superior 110a
do substrato 110 por um filme condutivo anisotrépico 122.
Aqui, provéem-se os primeiros blocos de colar da primeira
pastilha 120 se estendendo da superficie inferior 120b
da primeira pastilha semicondutora 120.

O filme condutivo anisotrépico 122 é um adesivo
compreendendo uma pluralidade de esferas condutivas 122a
que pode ser curado por tratamento térmico. Assim,
a primeira pastilha semicondutora 120 ¢é <colada no
substrato com pressdao e tratamento térmico, de modo que
os primeiros blocos de colar 121 da primeira pastilha
semicondutora 120 conectam eletricamente o primeiro
arranjo de interconexdo 122 do substrato 110 pelas
esferas condutivas 122a do filme condutivo anisotrépico
122. Ou seja, os primeiros blocos de <colar 121 da
pastilha semicondutora 120 e o primeiro arranjo de
interconexdo 112 do substrato 110 sdo eletricamente
conectados pelas esferas condutivas 122a, e as demais
porgdes do substrato 110 e a primeira pastilha
semicondutora 120 sdo coladas com o adesivo do filme
condutivo.

Pelo menos um dos primeiros blocos de colar 121
da primeira pastilha semicondutora 120 é exposto a partir
da superficie inferior 110b do substrato 110 através da
ranhura central 110c do substrato 110. O primeiro bloco
de colar 121, exposto pela ranhura central 110c
€& conectado eletricamente ao dedo de colar 111, formado
na superficie inferior 110b do substrato 110 pelo fio
condutivo central 130.

O fio condutivo central 130 conecta eletricamente

os blocos de colar 121, gque s&o expostos a partir da
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superficie inferior 110b do substrato 110 através da
ranhura central 110c, aos dedos 111 do substrato. O fio
condutivo central 130 pode ser composto, sem limitacao,
de qualquer um de Au, Al, Cu, ou uma liga destes. O fio
condutivo central 130 deve ser composto preferivelmente
de Ouro (Au). Isto em razdo de o Ouro ter mais dutilidade
e condutividade elétrica que outros metais, o fio
condutivo central 130 feito de Ouro pode ser mais fino, e
mesmo assim sua condutividade elétrica é maior, que
facilita a ligag¢do dos fios.

O encapsulante central 140 encapsula, em uma capsula,
o substrato 110, a primeira pastilha semicondutora 120, e
o fio condutivo central 130, para protegé-los do ambiente
externo. Ou seja, o encapsulante central 140 encapsula
a ranhura central 110c do substrato 110. Portanto,
o encapsulante central 140 também encapsula o bloco de
colar 121 da primeira pastilha semicondutora 120.

A segunda pastilha semicondutora 150 tem uma superficie
superior 150a e uma superficie inferior 150b, a
superficie inferior 150b disposta oposta a superficie
superior 150a, sendo que uma pluralidade de segundos
blocos de colar 151 ¢é formada na superficie superior
150a. A superficie inferior 150b da segunda pastilha
semicondutora 150 é colada a superficie superior 120a da
primeira pastilha semicondutora 120 com adesivo 152.
O segundo bloco de «colar 151 da segunda pastilha
semicondutora 150 é conectado eletricamente ao primeiro
arranjo de interconexdo 112, formado na superficie
superior 110a do substrato 110, pelo fio condutivo 160.
O adesivo 152 pode incluir, mas sem limitacdo, um de:
pasta de soldar, adesivo epdéxi comum, filme adesivo,
fita adesiva, e equivalentes destes.

Os fios condutivos 160 conectam eletricamente os segundos
blocos de <colar 151 da segunda pastilha 150 com
0 primeiro arranjo de interconexdo 112 do substrato 110.
Os fios condutivos 160 podem ser compostos, mas sem

limitacdo, a um de: Au, Al, Cu, ou uma liga destes.
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Os fios condutivos 160 devem ser compostos
preferivelmente de Ouro (Au). Isto em razao de o Ouro
ter mais dutilidade e condutividade elétrica que outros
metais, o fio condutivo central 130 feito de Ouro pode
ser mais fino, e mesmo assim sua condutividade elétrica é
maior, que facilita a ligagdo dos fios.

O encapsulante 170 encapsula, como em uma capsula,
o substrato 110, a primeira pastilha semicondutora 120,
a segunda pastilha semicondutora 150, e os fios
condutivos 160, para protegé-los do ambiente externo.
Ou seja, o encapsulante 170 encapsula completamente
a superficie externa 110a do substrato 110, da primeira
pastilha semicondutora 120, da segunda pastilha
semicondutora 150, e dos fios condutivos 160.

As esferas de soldar 180 sdo soldadas no segundo arranjo
de interconexdo 113, formado na superficie inferior 110b
do substrato 110, de modo a conectar eletricamente
a primeira pastilha semicondutora 120 pela via condutiva
114, dedo de fixar 11, e fio condutivo central 130.
Em adicdo, a esfera de soldar 180 é soldada no segundo
arranjo de interconexdo 113, de modo a conectar
eletricamente a segunda pastilha semicondutora 150 pela
via condutiva 114, primeiro arranjo de interconexdo 112,
e fio condutivo 160. A esfera de soldar 180 pode ser
composta, sem limitacdo, de gqualquer um do grupo que
consiste de Pb/Sn, Sn sem chumbo, e equivalentes. A solda
das esferas de soldar 180 no segundo arranjo de
interconexdo 113 é executada, aplicando um fluxo viscoso
de volatil ao segundo arranjo de interconexao 113,
sendo que as esferas de soldar 180 se assentam
temporariamente no segundo arranjo de interconexao, e
o pacote semicondutor 100 recebe tratamento térmico em
um forno em uma temperatura entre 100°C e 300°C, formando
um acoplamento forte entre as esferas de soldar 180 e
o segundo arranjo de 1interconexdo 113, de maneira
elétrica ou mecdnica. O fluxo é removido naturalmente por

volatilizacdo. As esferas de soldar 180 sdo eletricamente
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conectadas a primeira pastilha semicondutora 120
ou segunda pastilha semicondutora 150 pelo substrato 110.
Assim, a primeira pastilha semicondutora 120 e a segunda
pastilha semicondutora 150 s&o montadas sobre um
dispositivo externo (ndo mostrado) com a esfera de soldar
180, formando uma conexdo elétrica com o dispositivo
externo.

No pacote semicondutor 100 a primeira pastilha
semicondutora 120 pode ser eletricamente conectada ao
substrato 110 pelo fio condutivo central 130 ou filme
condutivo anisotrépico 122. Ou seja, além de o primeiro
arranjo de interconexdo 112 do substrato 110 e de
os primeiros blocos de colar 121 do substrato 110 e
primeiros blocos de <colar 121 da primeira pastilha
semicondutora 120 serem eletricamente conectados entre si
pelos fios condutivos 130, entre o primeiro arranjo de
interconexdo e os primeiros blocos de colar através da
ranhura central 110c do substrato 110, o primeiro arranjo
de interconexdo 112 e os primeiros blocos de colar 121
sdo conectados eletricamente pelas esferas de soldar 122a
do filme condutivo anisotrdpico 122. Por conseguinte, uma
quantidade maior de primeiros blocos de colar pode ser
conectada eletricamente ao substrato 110, de modo dgue
o pacote semicondutor 100 seja aplicadvel a um arranjo
compacto.

Adicionalmente, uma vez que o substrato 110 e a primeira
pastilha semicondutora 120 podem ser eletricamente
conectados com o filme condutivo anisotrépico 122,
é possivel prover uma conexdo elétrica entre o substrato
ainda mais integrado 110 e a primeira pastilha
semicondutora sem um processo de metalizacao separado.
Adicionalmente, uma vVvez dJue, mesmo nha regido em que
€ colada a primeira pastilha semicondutora 120,
os primeiros blocos de colar 121 da primeira pastilha
semicondutora 120 sao conectados eletricamente ao
primeiro arranjo de interconexdo 112 do substrato 110,

superando a questdo de ineficiéncia espacial.
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A figura 2 é uma vista em corte transversal ilustrando
um pacote semicondutor, de acordo com  uma outra
configuracdo exemplar da invengao.

Como ilustrado na figura 2, o pacote semicondutor 200
pode incluir um substrato 210, uma primeira pastilha
semicondutora 220, segunda pastilha semicondutora 150,
fios condutivos 160, e encapsulante 170.

A segunda pastilha semicondutora 150, fios condutivos
160, e encapsulante 170 do pacote semicondutor 200
sdo construidos similarmente ao pacote semicondutor 100
da figura 1. Assim, serdo descritos o substrato 210 e
a primeira pastilha semicondutora 220 tendo construgédo
diferente daquela do pacote semicondutor 100.

O substrato 210 inclui uma superficie superior 210a e
superficie inferior 210b, a superficie inferior 210b
disposta oposta a superficie superior 210a. Ademais,
o substrato 210 inclui um primeiro arranjo de
interconexdo 212 na superficie superior 210a e um segundo
arranjo de interconexdo 213 na superficie inferior 210b.
O primeiro arranjo de interconexdo 212 e o segundo
arranjo de interconexdo 213 s&o compostos de uma
pluralidade de linhas condutivas. O primeiro arranjo de
interconexdo 212 ¢é provido se estendendo a partir da
superficie superior 210a do substrato 210.

O primeiro arranjo de interconexdo 212 e o segundo
arranjo de interconexdo 213 podem ser compostos, sem-
limitacdo, de Cu, Ni, Ti, Pd, ou um metal equivalente.

O substrato 210 é adicionalmente provido com uma vVvia
condutiva 214 que se estende entre a superficie superior
210a e a superficie inferior 210b do substrato 210, de
modo a conectar eletricamente o primeiro arranjo de
interconexdo 112 na superficie superior 210a do substrato
210 ao segundo arranjo de interconexdo 113 da superficie
inferior 210b do substrato 210.

Ademais, o substrato pode ser provido adicionalmente
na superficie superior 210a e superficie inferior 210b

com mascaras de soldar (nd3o mostradas), cobrindo as
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circunferéncias externas do primeiro arranjo de
interconexdo 212 e segundo arranjo de interconexdo 213,
em uma certa espessura, dal protegendo os primeiro e
segundo arranjos 212 e 213 do ambiente externo, mas sem
limitar a invencdo a isto.

A primeira pastilha semicondutora 220 tem superficie
superior 220a e superficie inferior 220b, sendo que
a superficie inferior 220b é disposta oposta & superficie
superior 220a, e formada uma pluralidade de primeiros
blocos de <colar 221 na superficie inferior 220b.
A superficie inferior 220b da primeira pastilha
semicondutora 220 ¢é colada a superficie superior 210a
do substrato 210 por um filme condutivo anisotrépico 222.
Aqui, os primeiros blocos de colar 221 na primeira
pastilha semicondutora 220 sdo providos se estendendo
a partir da superficie inferior 220b da primeira pastilha
semicondutora 220.

O filme condutivo anisotrdpico 222 é um adesivo incluindo
uma pluralidade de esferas de soldar 222a, que pode ser
curado por tratamento térmico. Assim, a primeira pastilha
semicondutora 220 é colada ao substrato 210 por pressao e
tratamento térmico, de modo que os primeiros blocos de
colar 221 da primeira pastilha semicondutora 220 conectam
eletricamente o primeiro arranjo de interconexdao 212
do substrato 210 com as esferas de soldar 222a do filme
condutivo anisotrdépico 222. Ou seja, os primeiros blocos
de colar 221 da primeira pastilha semicondutora 220 e
0 primeiro arranjo de interconexdo 212 do substrato sao
conectados eletricamente pelas esferas de soldar 222a, e
as outras porcdes do substrato 210 e a primeira pastilha
semicondutora 220 sdo coladas pelo componente adesivo do
filme condutivo.

No pacote semicondutor 200, o segundo arranjo de
interconexdo 212 do substrato 210 pode ser conectado a um
dispositivo externo por um filme condutivo anisotrdpico,
ou o0s pacotes semicondutores podem ser empilhados

uns sobre os outros em um esquema multi-nivel.
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No pacote semicondutor 200, a primeira pastilha 220
pode ser eletricamente conectada ao substrato 210 através
de um filme condutivo anisotrépico 222. Ou seja, uma vez
que os primeiros blocos de colar 221 da primeira pastilha
semicondutora 220 estejam conectados eletricamente com
o primeiro arranjo de interconexdo 212 do substrato 210
pelas esferas condutivas 222a do filme condutivo
anisotrépico 222, os primeiros blocos de colar 221 podem
ser conectados eletricamente ao substrato 210 sem
utilizar um processo de metalizagdo separado, de modo que
o pacote semicondutor 200 seja aplicdvel a um arranjo
compacto. Ademais, também sendo possivel a conexao
elétrica entre um substrato altamente integrado 210 e
a primeira pastilha semicondutora 220.

Adicionalmente, uma vez que, mesmo nha regido em dque
é colada a primeira pastilha semicondutora 220,
os primeiros blocos de colar 221 da primeira pastilha
semicondutora 220 sao conectados eletricamente ao
primeiro arranjo de interconexdo 212 do substrato 210,
superando a questdo de ineficiéncia espacial.

A figura 3 é uma vista em corte transversal, ilustrando
um pacote semicondutor, de acordo com uma configuragdo
exemplar da presente invenc¢ao.

Como na figura 3, o pacote semicondutor 300 inclui um
substrato 210, uma primeira pastilha semicondutora 220,
segunda pastilha semicondutora 150, fios condutivos 160,
encapsulante 170, e esferas de soldar 380.

O substrato 210, a primeira pastilha semicondutora 220,
segunda pastilha semicondutora 150, fios condutivos 160,
e o encapsulante 170 do pacote semicondutor 300,
sdo construidos similarmente aqueles do pacote
semicondutor 200 da figura 2. Assim, serd descrita
a esfera de soldar 380 gque tem construgcao diferente
daquela do pacote semicondutor 100.

As esferas de soldar 380 sdo soldadas no segundo arranjo
de interconexdo 213 formado na superficie inferior 210b

do substrato 210, de modo a conectar eletricamente
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a primeira pastilha semicondutora 220, pela via condutiva
214 do primeiro arranjo de interconexdo 212 e filme
condutivo anisotrépico 122. Em adigdo, a esfera de soldar
380 é soldada no segundo arranjo de interconexdo 313,
conectando eletricamente a segunda pastilha semicondutora
150 pela via condutiva 314, do primeiro arranjo de
interconexdo 312 e fio condutivo 160. A esfera de soldar
380 pode ser composta, sem limitag¢do, de qualquer um de:
Sn/Pb, Sn sem chumbo, e equivalentes. Um processo de
solda para soldar as esferas de soldar 380 no segundo
arranjo de interconexdo 313 é provido aplicando um fluxo
viscoso e volatil ao segundo arranjo de interconexdo 213.
As esferas de soldar 380 estando temporariamente
assentadas no segundo arranjo de interconexdo, o pacote
semicondutor 300 recebe um tratamento térmico em um forno
em temperaturas entre 100°C e 300°C, formando um
acoplamento muito forte entre a esfera de soldar 380 e o
segundo arranjo de interconexdo, de maneira elétrica ou
mecanica. 0 fluxo é removido naturalmente, por
volatilizacdo. As esferas de soldar 380 sao eletricamente
conectadas as primeira e segunda pastilhas semicondutoras
220 e 150 pelo substrato 210. Assim, as primeira e
segunda pastilhas semicondutoras 220 e 150 sdo montadas
sobre um dispositivo externo (naoc mostrado) com as
esferas de soldar 380, dai provendo conexdo elétrica
com o dispositivo externo.

No pacote semicondutor 300, a primeira pastilha 220
pode ser eletricamente conectada ao substrato 210 por
um filme condutivo anisotrdépico 222. Ou seja, uma vez
os primeiros blocos de colar 221 da primeira pastilha
semicondutora 220 conectados eletricamente com o primeiro
arranjo de interconexao 222a do filme condutivo
anisotrépico 222, os primeiros blocos de colar 221 podem
ser conectados eletricamente com o substrato 210,
sem utilizar um processo de metalizagdo separado, de modo
que o pacote semicondutor 300 também seja aplicavel a

um arranjo compacto. Ademais, também sendo possivel
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a conexdo elétrica entre o substrato altamente integrado
210 e a primeira pastilha semicondutora 220.
Adicionalmente, uma vez que, mesmo na regiao em que
é colada a primeira pastilha semicondutora 220,
os primeiros blocos de colar 221 da primeira pastilha
semicondutora 220 conectam eletricamente o primeiro
arranjo de interconexdo 212 do substrato, superando
a questdo de ineficiéncia espacial.

A descricdo acima de configuracdes exemplares especificas
da presente invencdo foi provida com propdsito meramente
ilustrativo e descritivo. Tal descrigdo ndo pretende

esgotad-la ou limita-la as formas precisas descritas, e

'sendo aparente aqueles habilitados na técnica que muitas

modificacdes e variacdes ainda serdo possiveis a luz
dos ensinamentos ministrados. As configuragdes exemplares
foram escolhidas e descritas para explicar certos
principios da presente invencdo, e suas aplicacgdes
praticas, para permitir Aaqueles habilitados na técnica
executar utilizarem as varias configuragdes exemplares
da presente invencdo, assim como as varias alternativas e
modificacbes da mesma. Ademals, pretende-se que O esCoOpoO
da mesma seja definido apenas pelas reivindicagdes que

se seguem, e seus equivalentes.
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REIVINDICACOES

1- Pacote semicondutor, caracterizado pelo fato de

compreender:

- um substrato tendo um primeiro arranijo de
interconexdo na superficie superior e um segundo arranjo
de interconexdo na sua superficie inferior, sendo que
cada um dos primeiro e segundo arranjos de interconexdo
sdo compostos de uma pluralidade de linhas condutivas;

- uma primeira pastilha semicondutora colada a
superficie superior do substrato por um filme condutivo
anisotrépico, e tendo na superficie inferior uma
pluralidade de primeiros Dblocos de colar conectada
eletricamente ao primeiro arranjo de interconexdo do
substrato pelo filme condutivo anisotrépico;

- uma segunda pastilha semicondutora colada a
superficie superior da primeira pastilha semicondutora e
tendo, na superficie superior, uma pluralidade de
segundos blocos de colar;

- um fio condutivo conectando eletricamente o©s
segundos blocos de colar da segunda pastilha
semicondutora e o primeiro arranjo de interconexao
entre si; e

- um encapsulante encapsulando o substrato, a primeira
pastilha semicondutora, a segunda pastilha semicondutora,
e o fio condutivo.

2- Pacote, de acordo com a reivindicacéo 1,

caracterizado pelo fato de o filme condutivo anisotrépico

ser um adesivo, incluindo uma pluralidade de esferas
condutivas, através da qual os primeiros blocos de colar
da primeira pastilha e o primeiro arranjo de interconexao
do substrato sdo eletricamente conectados entre si.

3- Pacote, de acordo com a reivindicacao 2,

caracterizado pelo fato de o substrato adicionalmente

compreender uma ranhura central, gque passa através da
superficie superior e da superficie inferior do
substrato, sendo que uma pluralidade de dedos de colar

é€ formada na circunferéncia externa da ranhura central
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na superficie inferior do substrato.
4- Pacote, de acordo com a reivindicacéao 3,

caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender

um fio <condutivo central, que conecta eletricamente
os dedos de colar do substrato e os primeiros blocos de
colar da primeira pastilha semicondutora, que sao
expostos & superficie inferior do substrato através
da ranhura central.

5- Pacote, de acordo com a reivindicacédo 4,

caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender

um encapsulante central encapsulando a ranhura central
do substrato, sendo que os primeiros blocos de colar da
primeira pastilha semicondutora sdo conectados
eletricamente aos dedos de colar e fio condutivo central.
o- Pacote, de acordo com a reivindicacao 1,

caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender

esferas de soldar, conectadas eletricamente ao segundo

arranjo de interconexdo do substrato.
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RESUMO

“PACOTE SEMICONDUTOR”.

A presente invencdo prové um pacote semicondutor
incluindo um primeiro arranjo de interconexdo, um segundo
arranijo de interconexao, uma primeira pastilha
semicondutora, conectada a uma superficie superior do
substrato por um filme condutivo anisotrépico, e tendo
primeiros blocos de colar, eletricamente conectados
ao primeiro arranjo de interconexao, e segundos blocos de
colar, um fio condutivo, gque ‘conecta eletricamente os
segundos blocos de colar e o primeiro arranjo de
interconexdo, um encapsulante, que encapsula o substrato,
a primeira pastilha semicondutora, a segunda pastilha
semicondutora, e o fio condutivo.
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